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半導体レーザ

半導体リングレーザ

リングレーザチップ単体でリングレーザの発振モードの切り換えを可能とする。

本発明によれば、レーザの発振モード観測する観測部を設けたので、レーザ光を検
出する為の検出部を別箇に設けることなく、リングレーザチップ単体で発振モードの
切り換えが可能となる。

半導体基板１上にレーザ光を出射するキャビティ２Ａが設けられており、このキャビ
ティ２Ａ表面のリング状の電極１４１と線状の電極１４２とからなる正極１４が形成さ
れると共に、リング状電極１４１の一部にレーザの発振モードを観測する観測部６が
設けられており、この観測部６によってレーザの発振モードを観測しつつ電流源７か
らの電流を制御する。


